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１．概要（Summary） 

次世代 MRAM において、微細素子を作製することは

不可欠である。なぜなら素子サイズに磁気特性が大きく依

存されるからである。我々は、NPF 施設の EB 描画装置

を利用して、微細なレジストパターンの形成を試みた。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

電界放出形走査電子顕微鏡(S4800) 

高速電子ビーム描画装置(エリオニクス) 

短波長レーザー顕微鏡[OLS-4100] 

ドラフトチャンバー  

 

【実験方法】 

まず 3inch 径の磁性金属膜基板上にネガタイプの EB

レジストをコートし、次に高速電子ビーム描画装置にてド

ーズ量振り 30 μC/cm2から 5 μC/cm2ずつドーズ量を増

加させ、105 μC/cm2 までのドーズ振り描画を行った。ドラ

フトチャンバーにて PEB、現像を行い、それらのレジスト

パターンを電解放出形走査電子顕微鏡（SEM）を用い、

CAD 線幅 40、50 nm のラインで形成したパターンの線

幅測長を行いドーズ量線幅依存性を調査した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig. 1 に EB レジストに形成し線幅測長したラインパタ

ーンの SEM 像を示す。CAD 線幅 40 nm では 95 

μC/cm2からパターンが形成されて、CAD線幅 50 nmで

70 μC/cm2から形成されていることがわかる。 Fig. 2にド

ーズ量線幅依存性のグラフを示す。CAD線幅 40 nmの

パターンでは、ドーズ量 95 μC/cm2で線幅 58 nm、CAD

線幅 50 nmのパターンでは、70 μC/cm2のドーズ量のと

ころで 51 nmの線幅でパターンが形成されている事が確

認できた。しかしながら、40、50 nm での線幅でパターン

を形成するには CAD、レジスト、現像等のチューニングが

必要で有ることが分かった。 

 

Fig. 1. SEM images of line pattern.  

 

 

Fig. 2. Line width dependence of exposure dose. 

 

４．その他・特記事項（Others） 

なし。 

 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 

なし。 

 

６．関連特許（Patent） 

なし。 

 

w50

W40

75uC 80uC70uC 85uC 90uC 95uC 100uC 105uC


